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- PERFECCIONAMIENTO LN LA CONSTRUCCION DiE CABLES PARA
EL TRANSPORTE DE BNERGIA Dis DIELECTRICO SOLIDO PaRA
ALTO VOLTAJE.

Satbvifante.GENERAL CABLE CORPORATION, entidad nortesmericana, -
‘residente en: 730 Third Avenue, New York, W.Y. 10017,
EE.UU.de A.

Ixigten tres mﬁdos bésicoé de blindar ¢
apantallar el aislamiento dé'cables de transpdrte de ener
sla de dleléctricos sdélidos para alto voltaje. Un reccubri
miento semiconductor, un compuesto gemiconductor eatruide

5. y une c¢inta semiconductora. EL primer método no tiene
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| un slevado nivel contra el efecto corona equivalente & un ca-

.de alto voltaje noninal de 5 KV y aun mayores voltajes.

415375

aceptacidén general porque se necesitan aiéolventeé para eliﬁi-
nar el blindaje y el instalador §e mancha las manos con;negro
de humo. EL empleo de una cinta'semicdnductora en el medio
preferido por umos usuarios, adn cuando es més costosa que un
blindaje extruldo, porque se puede Quif&r con facilided para
reallzar empalmes 6 conexiones. No obstante, éste método ha
gido en el transcurso de 1os afios una de las fuentes principa
les de preoeupacidn en ayuellos cables de alto-voltaje gue tig
nen que cumplir con un nivel mihimo ée descarga - en coxronsa.
Eata 1neonsistencza en cumplir el nivel minimo de
descarga en corona se debe principalmente a loa vacios crea-~
dos por los solepes de la cinta, las irregularidades en la
aplicacibén de la misma y los defectOs que surgen & veces en la
propia cinta. En esta Memoris se deseribe un método y wna téc
nica con los que se resuelven completamente éstas deficienciéé
en el empleo de una cinta semiconductora comé blindeje de aig
lamiento en cables de fuerze dieléctrica solidos de alto vol-
taje y, por lo tanto, asegura un:alto nivel . de efecto corona.
El perfeccionamiento comprende ls adiceién de una
delgade capa suplementaria de un material semiconductof apli-
cado Qirectamehte sobre el sislamiento antes de colocar la
cinte semiconductora. Con éste procedimiento se rellenan'ton
dos los vacios yue pudieran aparecer en la operacién de encin

tado y se tiene la seguridad de que el cable ecabado poséefa

ble provisto de blindaje 6 pantalle de aislamiento semiconduc
tor extruldo. Como resultado de éateé elevado nivél'éontra el
efecto cofona, este nuevo método se puede coﬁsiderar actual-

mente para ubilizarse en el blipdaje del aiplamiento en cables
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tica elimine la necesidad del empleb de disolventes para sepa

| nas 6 cublertas de material termopléstico, endureéimiento del

-deseripoidbn.

‘| tes en todas las vistas:

Lgéaracteristica unica en su género ée este invento
es que el recubrimiento semiconductor se formula de tal modo
gue se adhiere, con aplicacidén de calor, & ia cinta semicondug
tora y se sepsara Junto opn la cinta semiconductora cuando se

empalma el cable 0 se efectuan conexiones. Esta caracteris-

rar el recubrimiento y ocon ello sé resuelve la ijeccidﬁ prin
cipal respecto a su uso como blindaje de sislamiento junto con
una cinta semiconductora. ILa fuente de calor necesaris para

que la cinta semiconductorda se adhiera a la capa semiconducto

2

ra puede utilizarse en la operacién de encintado 8 en cualguier
operacién de elaboracién suficiente donde se eaplee. ealor conoj,

por ejemplo, en las operaciones de emplomado, formacion de vai

'piomo, Vulganizacidn continua (CV) sobrecalentamiento, etc.

Otros objetos, caracterisﬁicaa y ventajas del inven-

to resultardn evidentes o se indicardn en el transcurso de la
|
In el dibujo, que forme parte de esta Memoria, donde |

los nimeros iguales de referencia indican partes correspondien

La figura 1 g una vigta esguemdtica de un cable de
fuerza de alto voltaje {abricado segin éste invento y con ca-

da una de las partes cortadas para exponer las partes subyacen

tes; y
La figura 2 es una vigta en seccién, fragmentadsn, a
escala notablemente mayor, tomada a lo larzo de¢ la linea 2-2

de la figura 1, y de una parte limitada del redio del cable

para ilustrar la cinta y el recubrimiento entre el aislamien

to y la cinta.
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Un cable de transpofte de.energia para alto volig

je 10 comprende un conductor metdlico 12 que pueaé Ser.soliﬁo
6 cableado y un blindaje semiconductor 14 del condiwctor 6 con
ductores. Alrededor del blindaje del conductor 14 se forma al
aislamlento normal 16. Ia construccién descrita hasta éste
punxo e8 tradicional.

~

El blindaje de aisiamlento pura el cable compren

de una capa seumiconductora de cinta 20 enrollada en hélice al

rededor del aislamiento y con un solape de espiras adyacentes
de la hélice. IZn la cinta semiconductora 20, el blindaje del
aislamiento comprende una caps seuwlconduetors 22 jue se apli—
ca por pulverizecién inmersidn, rodillos, bafio ¢ de otro modo
sobre la supérfic;e del aislamiento alrededor de tode la cir-
cunferencia del miswmo y en direcéién iongifudinal. Esta,éapa
sem;oonductora 22’tiene un espesor de preferencia pfécticameg

te uniforme, habiendo demostrado ser satisimctoria un espesor

del orden de 25 & 75 micras. £l espesor de-la cinta es del or

den de 228 a 270 micras. _

Una cublerta 6 vaina exterior 24 se extruye sobre
el blindaje de aislamiento y ésta cublerta extruida 24 liena
cuaiquier'irregularidad producida por las espiras interpuestas
en lahzona exterior de la cinta 20 y proporciona una superfi-
cie exterior lisa en el cable. Dichus cublertas exteriores
son tradicionales en 1os cables de fwerza.

Lg figura 2 es una vista fragmentadae en geccidn,

que ilustre el blinduje del aislamiento a mayor escala ¥ con ai

mensiones exegeradas pars ilustrar la construccién y sl modo
en que actia pare evitar el efecto corona y aumentar, de &ste
modo, el voltaje nominal del cable de fusriza.

Bl aislamiento 16 pueéde ser de polletileno é cual
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quier alslamiento ‘dieléetrico Jélido nornal empluado comunman
te en cables de fuerza. EL recubrimlento 22 se fabrica prefy
fiblemente de negro de humo eldctricamente conductivo en dlu-
persién - en une solucién de polietileno disuelto en tolueno.

- 5. La cantidad de negro.de Humo empléada depende del: grado de con
vductividad que se deses obtener en el recubrimiento ¥y la canti
dad de displventé empleadu para el polieti;éno depende de la
viscosidad de la capa que sgea conveniente para el uétodo par-
ticular de aplicacién y para conseguir el espesor deseado de
10, la capa ¢ recubrimiento 22. Si se ha de aplicar al aislamien.
to una delgada capa de 25 micras solamente, sntonges el mate-
rial de recubrimiento se mezcla con més disolvente para obte-
ner une viscosidad menoi gue si se desen dtener una capa con
un espesor de 75 micras., Se puede utilizar otros disolventes
15, para el polietileno y otrog vehlculos plésticos para el negro
de humo, cono son el hypalon, neoprenc y uloruro de polivini—
lo (PVC).

Es importante que el recubrimiento 22, cuando se mez
|ela con éu disolvente péra aplicarse aliaislamiehto 16, tenga
20, |una composicidén que ssa compatible con el material de aislamied
to. 5l negro de humo eléctricamente conductor, en dispersién
) en una solucién de polietileno disuelto en tolueno, es compa-
tible con un dieléctrico s6lido como puede ser el butilo, cau
cho de etileno-propileno (EPR) tanto el gerpolimero como el
25; copoliﬁero, caucho de estireno~butadieno (3BR), cloruroc de po
livinilo (PVC), p@lietileno reticulado y otras poliolefinas.
El aislemiento 16 deberd curarge antes de eplicarse el recu-
brimiento 22 y dicho recubrimlento 22 se prepéra a propoésito

con pldsticos sin curar,

30. . La cinte 20 puede ser de butilo sewmiconductor sin eu
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rar, ¢ de otro material que sea semiconductbr ¥y con.una espu~
me 26 de plistico sin curer sobre - superficie interior. Esta’
espuma 26 se adhiere a la cinta y se pone en contacto con el
recubriniento 22 excepto en lpsZLugaresTdonde lay ‘esplras de
1la einte se superponen entre sl ijenfaquellos lugares donde la
cinta se 56§ara del recubrimiento 22 cerca del borde de una eg
pira éolapadg 6 superpuesta.. Por sjemplo, en las figura 2,uns
@érfe de la cinta se sepé;a del rgcqbrimiento 22 a lo largo de
una seceién é8 gsezsin sube hasta el sol;pe en unafespira adygm
cente 30 de la cinta.

Entre la cinte 20 y el aislamiento 16 se produ
ce un vaclo en la seccién 28 de la cinta, pero por lé Tigura

2 resulterd evidente que el recubrimiento 22 }ellena dste vacla
en el lado del mlsmo adyacente'él_aislamiento 16 para evitar
el efecto corona en dicho vacio. Los vacios se rep:esenfan.en
ambos solapes_iluétrados en la figuras 2 y estos Qacios estén -
indicudos por. el caracter de resferencia 32.- :

Dependiendo de la rigidez y capacidad de compre
sién de la cinta 20 y del modo con que se enrolle, los vacios

32 pueden tener diversas formas y en los mismos:lugares puede.
32 en ‘la figura 2‘estﬁn exagerados para evidenciar la ilustra--

Pera aplicar el blindaje de aislamiento de este
invento & wa cable, ol equipo se deberd disefiar y llevarse a

kebo el método de forma que el reéubrimientp gemiconductor 22
quede scco antes de aplicarse la cipta_semiconductora 20, 81
la ¢cinta se aplica antes de que se haya secado el recubrimien;

bo, los disolventes residuales en el recubrimiento 22 afsctardn

brejudicialmente la firme adherencia de la cape semiconductora
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22 a la cinta 20, cuya adherencia es una caracteristica iapor

tante del invento. . ‘
Debido al hecho de Que él aiglamiento 16 ya se
he curado antes de aplicarse el racubrimiénto 22, dichoArecu;
brimiento 22 se adhiereltepazmente a la superficle sin curar
dé la cinta 20, tanto sl toda la ointa'esté gin curar como si
gimplemente tiene una espuma 26 sin curar sglutineda « la cin
ta. Se hace que ésta superflcie de pldstico sin curar se ad-
hiera entre sometiendo el cable & un calor suficiente durante
la fabricacién. Este calor puade ser el generado en una ope~
racién de aplicacién de plomo, ¢ al aplicér una cubierta ex-
t:uida de materisl termopléstico, como es la cubierta 24, 6

por vulcanizacidén continua 6 sobrecalentamiento, segun se ha

explicado anteriormente; todas estas fuentes de calor se pug

den emplear comuunente Gependiendo del proceso de fabricacidn

particular por el que se manufacfura el cable y se aplique la

cublerta 6 vaina exterior. _
Cuando la cinta 20 se ha de quitar de una par

te extrema del cable para empalme 6 conexidn entre la cinta ¥
el recubrimiento 22, el recubrimiento se d esprenderd del ais-
laniento con la cinta y el aislamiento quedard desnude y libre
de cualquier muaterial semiconductor sin exigir tratamiento es-
peéial aﬁies del empalme 6 de la conexién,

_ En esta Memoria se ha descrito é ilusirado la
modalidaed de preferencia del invento, peroc se pueden efectuar
cambios y modificacionea, y utilizarse algunas caracteristicas
en combinaciones diferentes, sin ‘desviarse del aloence del in

vento definido en las reivindicaciones.
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Descrita suficienteuente la naturaleza del.invénto‘

consgtar que las'digposicionesanteriormente indicedas,son sus-
ceptibles de modificaciones de detalle en cuanto no alteren su
principio fundamental; siendo lo gue cbns#ituye la esencia-dél
fefe:ido invento y por lo gue se solicita.Patente de Invencién
pof 20 aiios en Ksgpafia,sobre : Perfeccionudientos en la construg
cién. de cabies para el transporte de energia de dieléétricd.ég
lido para élto voligje; caracterizéndose por jo siguientes;
18,~ Perfeccionamientos en la construccién de cabley
de eneryie de dieléctrico sélido para_alfo voltaje, caracteri-
zados porque dichos cables comprenden un conductor aislado,una
capa 4 recubrimiento continuo de:méterial semiconductor cubrien
do la guperficie exterior del aislamienté, una cinta protecto;
ra semiconductors enrollads alre&edor del aislamiento sobre di’
cha capa semiconductora y adherida s dicha capa semiconductora
adheriéndose el recwbrimiento a-dicha cinte protectora semicon
ductora con mayor fuerza que cualquier aaherencia‘del recubri-
miento al aislamiento, por lo que al quitgrée la ointa protec-
tora semiconductora de una parte extrema del cuble se despren-
de al-recubrimiento del aislaniento & lo lar;o de dicha parte
extrema del cable; , ‘ - _

28 ,~ Perfecclonamientos segun la reivindicaeiébn 1, -
caracteriéados.porque_el recubrimiento semiconductor eé una ég
pa de espesor précticaumente uniforme adherids al aislamiento,
pero adherida con mucha més fuerza‘g la cinté.protectora semi-
conductora, y porque dicha cinta semiconductora protectora 6 |

blindaje se aplica al aislamiento con enrollamiento heélicoidal.

38,- Perfeccionamientos segin la reivindicacién 1,
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1ta, éiendo le cinte una cints semiconductora y rellenando el

-|caracterizados porque el recubrimiento es una mezcla de negro

caracterizados porque la cinta se aplica al aislamiento sobre |
dicho recubrimiento con una envoltura helicoidal Ge solape con
vaclos donde las espiras de la einta en cbntacto con el reci-

brimiento salen para solaparse & la espira siguiente de la cin

recubrimiento semiconductor sobre el aislemiento los vaclos de
dicho solape pure evitar el efecto corone en dichos vacios.

‘48 ,~ Perfeccionamientos segin la reivindicacién 1,
caracterizados porque el recubrimiento semicqnductor se de wn
maferial térmbpléstico y el aislaniento tiene una superficie
de polimero reticuledo para evitar la formacién de cualquier
adherencia notable entre el recubrimiento semiconductor y el
eislamiento, ten;endo la cinta semiconductora én su superflicie
interior una espuma elastémera sin curar semiconductora que
forms una fuerte adherencie 6 aglutinamiento:con le capa de
recubrimiento semlconductor cuando el cable se somete a calor.

58 ,~ Perfeccionamientos gegin la reivindicacidn 3,V
ceracterizedos porque dichos cables comprenden una cubierta 6
vaine de pléstico extrulda sobre el exterior de la cinta y llg
nendo las irreguleidades habldas en el exterior de la cinta
causadas por los solapes de las espiras de lu cinta, pero fog
nando una superficie exterior lisa en el cable,

6#.3 Perfeceionamientos, segun la reivindicacién 4,

de humo conduector en diapergién en una solucidn.de polietileno
disuelto en tolueno y el recubrimiento es una megzeclr que se sg
ca hasta formar una superficie lisa no pegajosa y con.un egpe-~
sor de aproximedamente 25 a 75 micras, siendo dicho recubrimien

to compatible con el eislemiento del grupo que consiste en bu-

tilo, caucho de etileno-propileno, tanto el terpolimesro como el
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' y sus otros lados respectivos por la suyerflcie interior de la

¢inta ¥y la superficie exterior del'recubrimiento de nmaterial.

415375 ---

copolimero, caucho de estireno-but.dieno, cloruro de polivini-

lo, polietileno reticulado y otras poliolefinas, teniendo la
cinte semiconductora sobre su superficie in;erior ung espuma
elastémera sin curar semiconductora, siendo el espesor fotal
de la cinte del orden de 228 a 279 mic}ae. |

T8 .- Perfeccionamientos segun cualguiera de las_.
reivindicaciones aﬁteriore;, caracterizsdos porque dichos ca-
bles ébmprenden un ébnductor, una. capa de material semicondug
tor sobre el conducﬁor, aislemiento que rodea a la capa 6 recg
brimiento semicomductor, una capa 6 recubrimiento de material
semiconductor mobre el aislamiento y en contacto continuo con
el aislamiento en sentido circunferenéial y longitudinal, una
cinte proteétora 6 de blindeje del aislemiento enrollade heli
coidalmente, rodeando ol sislemiento y con espiras superponién
dosé.en solape con algunos vacios bajo la cinta en el extremo
de los golepes de las espires de dicha cinta, téniendo cada
vacio una 860016n transversal Longitudinal generalmente triangy

lar y estando dimitado por un extremo por un canto de la cinta

semiconductor sobre el aislaniento, por lo gue los vacios se
vuelven inofensivos, |
. 88 .- Perfeccionamientos segdn la reivindicacién.
T, caracteriza&os porgue el recubrimienxo 6 cape sobre el aig
lamiento tiene un espesor dgl orden de 25 a 7? miqraa ¥ wna
superficie lise, no pegaﬁosa, rellenando los vacios teniendo |
le cinta un espesor sensiblemente mayor que el del recubrimien
t0, ¥ aglutinéndose 6 adheriéndoaé entré éi'las partes de solg)

pe de la éinta.

98,~ Perfeccionanientos segin cualquiera de las |
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"por vaporacidén del disolvente y, despuds de haberse secado el
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comprenden un conductor, una cape de blindaje de material semi |
conductor sobre el conductor, une.capa de aislamiento primario
de material extruido cubriendo dicha capa de blindaje y con mi
ndeculas depresiqneé en su superficie exterior, una cinta semi
conductorsa enrollada.airededorrde diéha capa aislante précticg
mente & lo largo de todu la longitud del cable y patclalmente

golepada, produciéndoée un vacio donde la c¢cinta se superpoune,

¥ un recubrimiento de adhesivo semiconductor seco sobre la 8u

perfiéie exterior Ge la capa de aislamiento en toda su longi-

tud y cublerto por la cinta, llenando.dicho adhesivo lae cita

das Gepresiones, con lo que eisla y reduce & un.estado inofen

sivo dicho vacio a'lo larso del solape de_la cinta supeﬁpuee—

ta, ¥ cbn.una adherencia,més fuerte con la cinte que con dicha
capa aislante. ’

108 .~ Perfeccionamientos segtn cualquiera de las rei
vindicaciones enteriores, caracterizados porque para bildar ai
chos cables se aplica a la superficie exterior de wn oonductér
aislado retigulado un recubrimiento semiconductor que contiené
particulas eléetricamente conductoras en dispersidn en un ve-
hiculo de materisl termoplésitico diéuelto en un disolvente; en
contrdndose aplicado el recubrimiento semiconductor como una
capa continue slrededor de la cirounferencia del aislamiento
reticuldado y en direceién longitudinel al mismo; secar el re-

cubrimiento haste consegulr una éuperficie lipa no pegajosa

recubriniento, enrollar helicoidalmente el aislamiento recu-
bierto con una cinta semiconductora gque formea espiras con 80~

lape y con vaclos en los cantos de los solapes, rellenéndose

los vaclos con recubrimientds semiconductor sobre el aislamien
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-{brimiento; aplicar la cinta-semiconductora con une superficie
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11§.—7Perfecclonamientos segun la reivindicacién

10, caracterizados porque se reticula el aislemiento antes de

interior consistente en un elastdémero sin cirar con négro de -
humo eléctricamente conductor en dispersibén en el mismo; y ca
1entar el cable para adherir é aglgtinar el recubrimiento aemi
conductor termopléstico al elastémero sin curar.

128, Perfeccionamientoa en la construccién de
cables para el transporte de energie de dieléctrico sélido pa~
ra altov voltaje; tal y como quede sustanciaimente descrito en -
la presente lemoria & ilustrado en los adjuntos dibujos.

Esta Memoria consta de Doce hojas,escrites a mé—
quina por une sola cara. -§ A0, 1073
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GENERAL CABLE CORPORATION,
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